中华人民共和国国家标准《太阳能电池用砷化镓单晶》（送审稿）编制说明
一、任务来源及计划要求

   本标准是全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会于2008年度下达的国家标准制定任务（计划编号：20080036-T-469），计划要求制定当前我国可以生产的太阳能电池用砷化镓单晶锭产品标准，由中国科学院半导体研究所负责起草，要求在2008年～2009年完成。

二、编制过程（包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等）

   本标准参照国内外一些厂商的砷化镓单晶锭产品标准及我所生产或使用的砷化镓单晶各参数实际测量情况而制定。

   本标准制定工作由中国科学院半导体研究所承担。

   2008年4月成立了该标准制定工作组。在广泛调研后，于2008年8月完成了标准征求意见稿，并对中电46所、中电13所及北京通美晶体技术有限公司、有研半导体材料股份有限公司等单位函审征求意见，并根据反馈意见进行了修改，于2008年10月完成标准送审稿，并经上网公示。2009年6月完成国标制定相关程序，现提交专家审定会审定。

三、调研和分析工作情况

   目前，国内砷化镓单晶锭的生长工艺包括原有的液封直拉法（LEC）、水平布里奇曼法（HB），以及在九五期间相继开发应用的垂直布里奇曼法（VB）、垂直梯度冷凝法（VGF）

等新工艺。新工艺的采用及各工艺的发展成熟，都在不断提高砷化镓单晶材料的质量。故对能满足太阳能电池用砷化镓单晶的生产工艺不做限定，为太阳能电池用砷化镓单晶的生产和使用方预留较大的回旋余地。

四、主要技术说明（技术参数与指标的确定依据）
相对于微电子器件用的砷化镓单晶，太阳能电池用的砷化镓单晶，要求具备低电阻率和高载流子浓度，以有利于制做良好的欧姆接触，满足光电池制造工艺要求。由于衬底中的位错会在外延时向外延层延伸，降低载流子寿命，并产生漏电流使太阳能电池转换效率降低甚至失效，所以，太阳能电池用的砷化镓单晶对晶体整片面积上的平均位错密度及位错分布形式有较高的要求。另外，国内由于工艺水平所限，(2(、(3(、(4(、(6( 砷化镓单晶锭的位错密度相差较大，我们根据能够满足太阳能电池用砷化镓单晶要求的基本条件和目前国内能够生产的现状而确定了各种规格砷化镓单晶的电学性能指标和位错、晶向等指标。

五、与国外同类标准水平的对比分析

   未见到国外此定义的标准，但本标准达到国外同类先进标准的水平。
六、与现行法规、标准的关系

   与现行法规和标准没有冲突。
七、标准征求意见的处理经过和依据

7.1针对中电集团第46所提出的“φ150mm砷化镓单晶棒的位错密度要求太严，应适当放宽。”的意见，我们认为：位错密度太大将不能用于光电池制造。且光电器件用砷化镓单晶材料已能达到本标准要求，故不采纳。
7.2针对中电集团第46所提出的“应补充砷化镓单晶棒的外观要求。”的意见，我们认为正确，予以采纳。
7.3针对中电集团第46所提出的“在表4的电学性能、位错及晶向检验规则中抽样应注明是每根砷化镓单晶棒所切的单晶片数。”的意见，我们认为正确，予以采纳。
7.4针对北京通美晶体技术有限公司提出的“应考虑在砷化镓单晶棒的直径分类中增加φ5〃的规格。”的意见，我们变相予以采纳，在4.3中加了“或由供需双方商定”。
7.5针对北京通美晶体技术有限公司提出的“φ2〃砷化镓单晶棒的位错密度要求相对于

φ3〃、φ4〃和φ6〃的位错密度要求显得过严， 应考虑将φ2〃砷化镓单晶棒的位错密度要求放宽至2000个/cm2。”的意见，我们部分采纳，在5.2中将φ2〃砷化镓单晶棒的位错密度要求放宽至1000个/cm2。

7.6针对北京通美晶体技术有限公司提出的“考虑到掺杂不同离子的砷化镓单晶生长难度区别，可否对掺杂不同离子的n型和p型砷化镓单晶的位错密度及分布分别约束。”的意见，我们认为：目前本标准提出的是最低限要求。不对生产工艺方法和掺杂类型予以分别的约束。只从制造太阳能电池用材料的要求来考虑问题。故不采纳。
7.7针对北京通美晶体技术有限公司提出的“从GB/T8760上看，位错密度是指平均位错密度，如果局部出现大于平均位错密度，应如何判定？”的意见，我们认为：标准中规定的位错密度分布要求即是针对这个问题。

7.8针对北京通美晶体技术有限公司提出的“砷化镓单晶棒单晶取向为：＜110＞时，国标GB/T8760无检测方法。是否保留。”的意见，我们采纳：取消＜110＞晶向的规定。 

7.9针对北京通美晶体技术有限公司提出的“电阻率/迁移率/载流子浓度的检测，应规定测试晶片的测试位置，如中心点、1/2半径点、1/3半径点，3点测试取平均值，或3点都要合格。因为同一晶片不同位置的电性能会有一定的差别。”的意见，我们采纳：将取样位置在7.3的表4中进行了明确的规定。 

八、实施标准的要求、措施和建议

建议作为推荐性国家标准实施。
                                              中国科学院半导体研究所     
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